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АППРОКСИМАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ 
РЕШЕНИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПО ПРИБЛИЖЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ 
Важным в задачах аппроксимации дифференциалов по зна­
чеш1ям в у::шах треуголыюй сетки шшяется оценка погрешпu­
сти. Как пр<Lвило, urra зависит от углов треугольников сетки 
(см., например, [1\) . Поэтому при изу•1спии кусоч110-1·ладких 
аш1роксимl'l.ций рсшспий некоторых элли11 ·1·и•1сских систем 110 
пр11f;.11ижснн1,1м значе ни>~м в узлах возникла следующая з<'tда­
'Нt: постrюить отобrн.жение, приближюощее д.иффсrенциа.л с 
IЮГ/Jt:•шностью , не зависящей от углов треугольников . 
Пусть D С IR2 - область, в которой задана последователь­
ность {Рт }:;,==l конечных пабороn TO'ICK. Для каждого такого 
набора рассмотрим его триангуляцию 'Гrп.. Для ВС}{КОго трс­
у 1 ·олышка S Е Т,n 011рсдс:шм длину ds максимальной его 
стороны . llоложим rlm = ma.x ds . Будем р<'tссматривать та-
SЕТ,,. . . 
юн:' наборы точек Рт и их три<'tпгуляции Т m, для которых 
dm. --> О при т --> ос и V е > О 3 то Е N : V т > то V х Е D 3 а Е 
Е Рт , такая , •1 тu ja - xl < е. 
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Пусть f(x): D _, D*. D• с IR2 , - отображение вида J(x) = 
= (U(:z:), '\/(х)), х = (х1,х2), где И(х), У(х) Е C2(D) являются 
решениями эллипти•1еской системы уравнений 
m..т аи 
-8 (х) = -G2(x)-8 (х), Xt Х2 
д\7 аи -.1 -(х) = ct1(x)-8. (J:), UX2 XJ 
а а:1(х),й2(х) Е C1(D), й1(х) · a2(:z:) > OVx Е D. 
Для всякого щ1.турального m rruстронм нрпближающсс 
f(x) отображение fm(x): D _, D*, fт(х) (Ит(х), 
Vm(x)), такое , •по Ит(х), Vm(x) -"- кусо•шu-гла.дкпс функции и 
IUm(a)-U(a)I < б, IVm(a)- V(a)I < б для люfiой то•1ки а Е Pin. 
Дли всикого S Е Т111 требустс.н 110строить матрицу А111 (1: ), 
х Е S, аппrюксимирующую дифференциал clf (x) отобра.жен11>1 
J (х) , и оценить погрешность н.m11юксиыации впда 
e(S) = sup 11 df(x) - Am(x) 11 . 
xES 
Пусть в D за.дана прямоугольная ;~екартов:t СИС"ГСI\Ш ко­
ординат. Для всякОL'О m рR.ссмотрим трсу1 ·олышк S Е Trn. 
Обозначим l - на11равJ1енис наибольшей стороны треу~·ш1ыш­
ка, ;р - угол в положительном нанраuлепии ( нротиu часовой 
стрелки) между этой стороной и осью абсцисс и 
К __ а:2(х) cos ip 
1 
- a1(x)sin\c:i + a2(:c)cos2<p ' 
~ siп ;,р 
/<,.') = 2 . ·-.-)--2-. 
- 0:1 (;r)si11 <р + й2(.х cos ..р 
Кз = а1(х)К2 , К.1 = - а1(х)а2(1:)К2 , 
К5=-~( )К,, 
0:2 х 
Kli = G1 (х)К1 . 
Пусть Vx Е S элементы матрнцы Лт(з; ) = (aij) Пl\1еют Rtщ: 
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Теорема. Есл11 G С D п7юuаволыuLЯ ?.~о.м.па:ктно вл.о-
·
1 6 L___.o о Эf('. f'.'Н'Ная nouo ласrпъ ·11 d," , т 
шах e(S) = max нuр 11 df(x)-Am(x) 11-+ О при m--+ оо. 
S' ETm ,S CG SETm ,SCG :tES 
Работа. выполнена при фишшсuвой пuдцержке РФФИ (про­
ект 11-01-97021-р поволжье). 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА 
С ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМОЙ 
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ 
Высокочастотная (ВЧ) плазма. пониженного давления ши-
puкu исполь::s_vется в разли•шых технuлогических процессах, в 
тuм числе дл.н нанесения наноrюкрытия серебра на мех [1] . В 
связи с этим разря.ботана математическая модель взаимол;ей­
ст1шя на~ю•~аспщ серебра с потоком плазмы ВЧ иuдукционно­
r·о разряда 110нижешюго давления. При давлениях 
р= lЗ . 3 - 133 Па, частоте электрома.1 ·нит1юго поля J--1 .76 МГц, 
мощности рюряд<-1. Pd =0.5 - 4 кВт, расходе гюа G < 0.2 г · 
